
 94  

XXX Юбилейная Неделя науки СПбГТУ.Материалы межвузовской научной конференции. 
Ч. VI : С. 94, 2002. 
 Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2002.  
УДК 621.375:625.315 

 
Г.А.Забоев (5 курс, каф. ТТЭ), Е.Л.Портной к.ф.-м.н. зав.лаб. (ФТИ им.Иоффе) 

 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ФОТОДЕТЕКТОРЫ НА 1,3 МКМ  

НА ОСНОВЕ AlGaAs/GaAs СТРУКТУР 
 

Последнее время в связи с широким распространением телекоммуникационных 
сетей ведётся постоянное увеличение их пропускной способности, а следовательно 

необходимо и увеличение пропускной способности 
одного канала. Наиболее важными компонентами 
оптической линии связи являются оптоэлектронные 
устройства. Примерами таких устройств можно назвать 
лазеры способные генерировать короткие импульсы 
излучения (полупроводниковые лазеры с 
насыщающимся поглотителем способны генерировать 
импульсы длительностью около 10 пс) и фотодиоды 
способные преобразовывать такие импульсы в 
электрический сигнал пригодный для дальнейшей 
обработки. Решающими характеристиками таких 
фотодетекторов являются быстродействие и 
эффективность (т.к. сигнал прошедший оптическую 

линию сильно ослаблен). 
Быстрые фотодиоды на основе AlGaAs/GaAs структур для ИК диапазона 

представляют повышенный интерес т.к. они могут быть изготовлены из хорошо 
изученных материалов и по хорошо известной и широко распространённой технологии. 

Приборы были изготовлены на основе GaAs-
структур. Эти материалы обладают хорошей 
прозрачностью в инфракрасном диапазоне, однако 
применение в качестве поглощающего слоя Шоттки 
диода позволило получить быстрый ИК 
фотодетектор. Так же для увеличения 
быстродействия, при изготовлении был применён 
Si3N4 в качестве диэлектрического изолятора. А 
воздушный контакт базы, полученный напылением 
на фоторезист, позволил минимизировать объём 
паразитной ёмкости. При этом в фотодиоде 
применялся резонатор на основе DBR настроенный 

на 1.3 мкм. Применение резонатора позволило значительно увеличить квантовую 
эффективность. Изготовленные фотодиоды имели отклик длительностью, ограниченный 
измерительной техникой, до 16 пс, что соответствует по уровню –3дБ полосе пропускания 
до 20 ГГц. 

 
 

 
 

Рис. 1. Структура 
 фотодиода Шоттки 

 
 

Рис. 2. Вид спектра фотодиода 
 


